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【57】申請專利範圍
1.　一種一晶圓上複數晶粒的座標轉換方法，包含：
提供該晶圓上各該晶粒之一機械絕對座標，其中該機械絕對座標包含一橫軸座標與一縱

軸座標，且該橫軸座標與該縱軸座標二者其中之一係一非整數；

計算一放大倍率，其中該放大倍率係二相鄰晶粒間一最小橫向間距與一最小縱向間距之

一比值，該放大倍率係大於 1；及
計算一相對座標，其中該相對座標係將該機械絕對座標中該橫軸座標與該縱軸座標二者

中係該非整數者乘上該放大倍率後取代之。

2.　如請求項 1所述之座標轉換方法，其中各該晶粒係自該晶圓切割而來，且各該晶粒係一
多邊形，使該機械絕對座標中該橫軸座標與該縱軸座標二者其中之一係該非整數。

3.　如請求項 1所述之座標轉換方法，其中該放大倍率可為一整數或一帶小數。
4.　如請求項 2所述之座標轉換方法，其中各該晶粒係一六邊形晶粒。
5.　如請求項 4所述之座標轉換方法，其中該六邊形晶粒係一正六邊形晶粒。
6.　如請求項 2所述之座標轉換方法，其中各該晶粒係一梯形晶粒。
7.　如請求項 5所述之座標轉換方法，其中該梯形晶粒係一等腰梯形晶粒。
8.　一種一晶圓上複數多邊形晶粒的座標轉換方法，包含：
提供該晶圓上各該多邊形晶粒之一機械絕對座標，其中該機械絕對座標包含一橫軸座標

與一縱軸座標，且該橫軸座標與該縱軸座標二者其中之一係一非整數；

計算一放大倍率，其中該放大倍率係二相鄰多邊形晶粒間一最小橫向間距與一最小縱向

間距之一比值，該放大倍率係大於 1；及
計算一相對座標，其中該相對座標係將該機械絕對座標中該橫軸座標與該縱軸座標二者

中係該非整數者乘上該放大倍率後取代之。

9.　如請求項 8所述之座標轉換方法，其中該放大倍率可為一整數或一帶小數。
10.   如請求項 8所述之座標轉換方法，其中各該多邊形晶粒係一六邊形晶粒。
11.   如請求項 10所述之座標轉換方法，其中該六邊形晶粒係一正六邊形晶粒。
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12.   如請求項 8所述之座標轉換方法，其中各該多邊形晶粒係一梯形晶粒。
13.   如請求項 12所述之座標轉換方法，其中該梯形晶粒係一等腰梯形晶粒。
圖式簡單說明

圖 1A為一晶圓中數個六邊形晶粒之排佈示意圖；
圖 1B為圖 1A中 16顆晶粒之座標分佈示意圖；
圖 2A為一晶圓中數個正六邊形晶粒之排佈示意圖；
圖 2B為圖 2A中 16個晶粒之機械絕對座標分佈示意圖；
圖 2C為圖 2A中 16個晶粒經座標轉換後之相對座標分佈示意圖；
圖 2D為一晶圓上所有晶粒座標轉換後在相對座標上之晶粒分佈示意圖；及
圖 3為一晶圓中等腰梯型晶粒之排佈示意圖。

(2)

- 4439 -



(3)

- 4440 -



(4)

- 4441 -



(5)

- 4442 -



(6)

- 4443 -



(7)

- 4444 -


